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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
‘constamment revu par la Commission afin d'assurer qu’il
refléte bien Pétat actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a4 jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

®  Bulletin de 1a CElX

® Annuaire de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® [EC Bulletin

® IEC Yearbook

@®  Catalogue des publications de la CEI

Publié hnnuellement

Terminologie

En ce quj concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a Ja Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étan| publié séparément. Des détails complets sur le
VEI peuvent|étre obtenus sur demande.

Les termeq et définitions figurant dans la présente publication
soit correspopdent aux termes et définitions généraux &
la teneur éfant parfois légérement spécialisée, soit
spécifiquemeft approuvés aux fins des Publicationg
748.

2

Symboles graphiques et litte
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Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols| and signs ap-
proved by the IEC for general use, readers arg¢ referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be uged in electrical
technology;

— IEC Publication 617: Graphical symbols for |[diagrams.

The symbols and signs contained in the prepent publication
have either been taken from IEC Publicationf 27 or 617, or
have been specifically approved for the purpoge of this publi-
cation.

Publications de la CEI établies par le méme
Comite d’Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la
couverture, qui énumeérent les publications de la CEI préparées
par le Comité d’Ftudes qui a établi la présente publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
back cover, which list IEC publications issued by the Tech-
nical Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets et circuits integres

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

PREAMBULE

1) Les| décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questighs teshnig
d’Efudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant d ces qQuestionsekpriment
medure possible un accord international sur les sujets examinés.

ks Comités
lus grande

2) Cesq| décisions constituent des recommandations internationales et sont—agréée ue e par/les Comités |nationaux.

3) Dai te le g s Comités nationayx adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandatiofi de la ,»dARg’ 1a Wesure ou les conditions njitionales le
permettent. Toute divergence entre la recomna i Q - lle nagfonale correspondante dqit, dans la
megure du possible, étre indiquée en termeS, clairi\da

La| présente norme\ a €t¢ préparée parde Comjte d’Etudes n® 47 de la CEI: Dispositifs a
semi¢onducteurs.

La) Publicat
semi¢onducteursy” ]

Pub!lcation 747
les

i¢nle partie d’'une norme générale sur les dispositifs a
de la CEI. En plus des normes généraley de la
dans la présente publication complétent les nogmes sur

Le fité es ¢uni & Londres en septembre 1982, a approuvé le rempniement
des icatj de la CEI qui consiste en une nouvelle articulation en|fonction
des i¢s. Toutes les parties constituantes ayant déja été approuvées| par des
votey des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il n’a pas [été jugé
nécegsaire un nouveau scrutin.

Les “informations relatives aux circuits intégrés qui figurent déja dans les Publications 147 et
148 sont incorporées aux Publications 747-1 et 748 de. la CEIL

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques qui figurent déja dans les
Publications 147-5 et 147-5A seront incorporées a la Publication 749 de la CEL

Cette norme sera tenue a jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n° 47 pour tenir compte des progrés effectués dans

\

le domaine des dispositifs & semiconducteurs.
Cette norme annule, en particulier, la Publication 147-1K (1981) de la CEIL

Note. — Les Publications 747, 748 et 749 de la CEI annulent et remplacent, au fur et 4 mesure de la parution de leurs
différentes parties, les Publications 147 et 148 de la CEL
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

~Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

FOREWORD

1) The forfnal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by 1@s ch all
the National Committees having a special interest therein are represented, E, an
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They h4 ittpes in
that senge.

3) In orde adopt
the tex Any
diverger le, be
clearly Indicated in the latter.

This $tandard has been 2 : ictor
Devices.

Publicption 74745 “sons ‘ ices,
IEC Puplication d addition the general standards of Publication 747-1, the standards
given in iox nphete

The meeting echhyi amittee No. 47, held in London in September 1982, apptoved
the re-qrganizati g dblications 147 and 148 into the present device-orignted
arrangeniént. “Si all the ‘constituent parts had been previously approved by votes undef the
Six Mo ; Months’ Procedure, a new vote was not deemed necessary.

Materjal'/concerning integrated circuits previously found in Publications 147 and 148 are
included—orHE€Publications—F471—and—748:

Material concerning mechanical and climatic test methods previously found in Publications
147-5 and 147-5A will now be included in IEC Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
in Technical Committee No.47 continues and takes into account advances in the field of
semiconductor devices.

This standard supersedes, in particular, IEC Publication 147-1K (1981).

Note. — IEC Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published, the IEC
Publications 147 and 148. i
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Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CHAPITRE I: GENERALITES

747-5 © CEI 1984

Note d’introduction

La présente publication doit étre utilisée avec la Pyblica
informations de base sur:

— la terminologie;

— les symboles littéraux;
— les valeurs limites et caractéristiques essentie
— les méthodes de mesure;
— la réception et la fiabilité.

Domaine d’application

7-1

ut

onne les

catégories

hapitre 111,
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

CHAPTER I: GENERAL

1. Introdgctory note

publjcation. In 747-1, the user will find all basic information

— €8
- m

— ag

2. Scope

The present publicatioi

devi

e S

tegminology;
letter symbols;

a rule, it will be necessary to use Publication 747-1 toget

ential ratings and characteristics;
basuring methods;
ceptance and reliability.

CCS ©

semicond
light-em

hotocouplers, optocouplers.

he\sequence of the different chapters is in accordance with Publication 747-1, Chal

II1,

Sub-clause 2.1.

ter
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

Note. — Un certain nombre de termes supplémentaires, présentant de lintérét pour les dispositifs optoélectroniques,

par exemple pour les grandeurs radiométriques, photométriques et spectrophotométriques, figurent dans le
chapitre 45 du VEL

1. Types de dispositifs

1.1  Dispositif optoélectronique a semiconducteurs

Dispositif a semiconducteurs qui est sensible ou qui émet ou mo

difie un rayonnement
e OlTETe 0T O O ot OTO "‘v’ arouge et/ou

pour son propre fonctionnement.

N

1.2 | Photoémetteur d semiconducteurs

Dispositif optoélectronique a semiconducteurs
électrique en énergie rayonnante.

I’énergie
1.3 | Afficheur optoélectronique a semiconducteurs

Photoémetteur a semiconducteurs congy

1.4| Diode électroluminescente

1.5 Diode émettride e
Dioa eyfie rayonnante dans la région infrarouge du spectre,
par suiteMd ¢lectrons et de trous.

semiconducteurs qui émet une énergie fayonnante
¢ émission stimulée résultant de la recombinaison d’électrons et de trous.

3 a—un—rayonncmen clectromagnetique dans
les régions visible, infrarouge et/ou ultraviolette du spectre.

1.8  Récepteur (cellule) photoélectrique (VEI 45-30-225)

Récepteur physique fonctionnant par effet photoélectrique externe ou interne.

1.9 Cellule photoconductive (VEI 45-30-240)

Récepteur photoélectrique a semiconducteurs, dans lequel I’absorption du rayonnement
provoque une augmentation de la conductivité par effet photoélectrique interne.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

Note. — A number of additional terms of interest for optoelectronic devices, e.g. for radiometric, photometric and
spectrophotometric quantities, appear in Chapter 45 of the IEV.

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

A

non-

Types of devices

Semiconductor optoelectronic device

g ca e alee a o 0o ol nd-Zo Qe ne
40O O ag aaatio t H d s

regiohs; or a device that utilizes such electromagnetic radiation for its iatg

Semiqonductor photoemitter

A

radiant energy.

Semi

A

Lightremitting diode (LED)

A

Note.
Infra
A
Note.

Semi

A
stim

Semi

diode v.@
resulting from tHe £¢

semiconductor optoelectronic device that directly conve

onductor optoelectronic display

semiconductor photoemitter designed for t

red-emitting dio

conductor phetOsensitive device

A

semiconductor device that is responsive to, or that emits or modifies coherent or

tral

ign.

ugh

M darat | . oo o . 4+ 1 . e e te M 41 .
SULTIVUITUUCIUT UL VIV UL IO T IO PULRIVO U UIVLU VTG VLIV T AUTIALTUIN T uiv—viIo

infrared and/or ultraviolet spectral regions.

Photoelectric receptor, photocell (IEV 45-30-225)

ble,

Physical receptor that depends for its action on an external or internal photoelectric
effect.

Photoconductive cell (IEV 45-30-240)

rise

to an increase in conductivity by the internal photoelectric effect.

Photoelectric receptor utilizing a semiconductor in which absorption of radiation gives
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1.10  Cellule photovoltaique (VEI 45-30-245)

Récepteur photoélectrique” dans lequel I'absorption du rayonnement au voisinage d’une
jonction PN entre deux semiconducteurs, ou d’un contact entre un semiconducteur et un
meétal, produit une force électromotrice.

1.11  Photodiode

Diode a semiconducteurs & jonction PN entre deux types de semiconducteurs ou entre
un semiconducteur et un métal, dans laquelle ’absorption du rayonnement au voisinage
de la jonction produit:

— un effet photoélectrique interne quand la diode est polarisée en inverse, et

-~ un effet photovoltaique quand la diode est polarisée en direct.

1.12) Phototransistor

Transistor dans lequel ’effet photoélectrique est utilisé

1.13  Photothyristor

Thyristor qui est congu pour étre sensible A ante en tant que source

de déclenchement.

1.14  Photocoupleur

Dispositif optoélectronique
électriques par utilisation de
I'isolement électrigue

s congu pour le transfert d¢ signaux
¢y afin d’assurer un couplage |ainsi que

2.3| Largeur~de spectre de rayonnement (Al)

Intervalle de longueurs d’onde pour lesquelles la densité spectrale d’une| grandeur
radiométrique est supérieure ou égale a la moitié de sa valeur maximale.

2.4 Diagramme de rayonnement

Diagramme qui caractérise la distribution (réelle ou espérée) dans P'espace du
rayonnement émis par un dispositif optoélectronique.

2.5 Diagramme de sensibilité

Diagramme exprimant graphiquement la sensibilité en fonction de I’angle par rapport a
un axe mécanique défini, et utilisant des coordonnées soit polaires soit rectangulaires.
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1.10  Photovoltaic cell (IEV 45-30-245)

Photoelectric receptor in which absorption of radiation in the neighbourhood of a PN
junction between two semiconductors, or of a contact between a semiconductor and a
metal, produces an electromotive force.

1.11  Photodiode

A semiconductor diode having a PN junction between two types of semiconductors or
between a semiconductor and a metal, in which the absorption of radiation in the
neighbourhood of the junction produces: '

— an internal photoelectric effect when the diode is reverse biased, and

1.12  Phojotransistor

Al transistor in which the photoelectric effect is utilized.

1.13  Phatothyristor

Al thyristor that is intended to be responsive to rad

1.14  Phqtocoupler, optocoupler

Al semiconductor optoelectronic device desip . e_trar 5 by
utiliging radiant energy to provide /4 ¢ pput
and| the output.

2.2 Peak-sensi

2.3 Spedtral radig

interval in which the spectral concentration of a radiometric quant1ty is

gredter or pqna] to_half of its maximum value

2.4 Radiation diagram

A diagram that characterizes the distribution (actual or expected) in space of a
radiation emitted by an emitting optoelectronic device.

2.5 Sensitivity diagram

A diagram graphically expressing sensitivity versus angle with respect to a defined
mechanical axis and using either polar or rectangular co-ordinates.
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\

2.6 Angle (d’ouverture) a mi-intensité

Angle solide a lintérieur duquel D’intensité énergétique est supérieure ou égale a la
moitié de Pintensité maximale.

2.7 Courant photoélectrique (VEI 45-30-260)

Partie du courant électrique d’un récepteur photoélectrique qui est produit par effet
photoélectrique.

2.8 Courant d’obscurité (VEI 45-30-265)

Partie du courant électrique d’un récepteur photoélectrique qui subsiste lorsque ce
Técepteur e Tregoil aucun rayonnement capable de produire un effet/photaeiectrique.

2.9 | Axe optique

Ligne autour de laquelle le diagramme principal d’éne %nsibilité

est centré.

Notes 1. — Le diagramme d’énergie rayonnée ou de sensibilité pe;
2. — L’axe optique peut différer de I'axe mécanique.

2.10| Photodiodes

2.10{1

e-ci est exposée a ung énergie

2.11

2.11

un phototransistor lorsque celui-ci est expodé a une

2.12

2.12

de sortie
féunies.

2.12.2 Résistance d’isolement ()
Résistance entre toutes les bornes d’entrée réunies et toutes les bornes de sortie
réunies.
2.12.3 Tension d’isolement
Tension entre une des bornes d’entrée et une des bornes de sortie.
a) Tension d’isolement continue (V)

Valeur de la tension d’isolement constante.
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2.6 Half-intensity (beam) angle -

The full cone angle within which the radiant intensity is greater or equal to half of

the maximum intensity.

2.7 Photoelectric current (IEV 45-30-260)

That part of the electric current in a photoelectric receptor which is produced
photoelectric effect.

2.8 Dark current (IEV 45-30-265)

2.9

2.10

2.10.1 [Reverse current under irradiatiow (I3

2.11

2.11.1

2.12

2.12.1

by the

That part of the electric current in a photoelectric receptor which still flows when the

repeptor receives no radiation capable of producing a photoelectric effgct.

O[_ tical axis

A line about which the principal radiant-energy or sensitivi

Ngtes I. — The radxant-energy or sensitivity pattern .may be non-syms
2. — The optical axis may deviate from the mechanical axis

Bhotodiodes

Rhototransistors

Collectoﬁ@m ‘
The totalMColi¢ eat “through a phototransistor when it is exposed to
epergy. :

4

al Lapacitance between all mput terminals connected together and all
termiinals connected together.

g exposed to radiant engrgy.

radiant

output

2.12.2 Isolation resistance (no)

The resistance between all input terminals connected together and all output terminals

connected together.

2.12.3 Isolation voltage

The voltage between any of the input terminals and any of the output terminals..

a) Continuous (direct) isolation voltage (Vi)

The value of the constant isolation voltage.
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b) Tension d'isolement de.pointe répétitive (Viorw)

Valeur instantanée la plus élevée de la tension d’isolement, incluant toutes les tensions
transitoires répétitives, mais excluant toutes les tensions transitoires non répétitives.

Note. — Une tension transitoire répétitive est habituellement fonction du circuit.

Une tension transitoire non répétitive est habituellement due 4 une cause extérieure et on admet que
son effet a complétement disparu avant que la tension transitoire non répétitive suivante n'arrive.

¢) Tension d’isolement de surcharge accidentelle (Viosy)

Valeur instantanée la plus élevée d’une impulsion de tension d’isolement de courte

orme—d onde epér\iﬁ&n

oI Toor

2.125 H
F

3. Symboles littéraux

3.1 Généralités
Les régles généraies de Ia Publication 747-1, chapitre V, s’appliquent.

3.2 Liste des symboles littéraux

Les symboles littéraux contenus dans le tableau suivant sont recommandés pour étre
utilisés dans le domaine des dispositifs optoélectroniques; ils ont &té¢ établis en accord
avec les régles générales. :
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b) Repetitive peak isolation voltage (Viopy)

The highest instantaneous value of the isolation voltage incIuding all repetitive
transient voltages, but excluding all non-repetitive transient voltages.

Note. — A repetitive transient voltage is usually a function of the circuit.

A non-repetitive transient voltage is usually due to an external cause and it is assumed that its
effect has completely disappeared before the next non-repetitive transient voltage arrives.

¢) Surge isolation voltage (Vipsm)

The highest instantaneous value of an isolation voltage pulse of short-time duration
and of specified waveshape. '

2.12.4 (Qurrent transfer ratio

e ratio of the direct (continuous) or alternating output
(comtinuous) or alternating input current, the output voltage being

rect

Notd — Abbreviation: CTR.

a) Static value of the (forward) current transfer ratio

The ratio of the direct (continuous) output ¢
¢urrent, the output voltage being held consta

continuous) ifput
Fote. — Abbreviation: CTR(dc).

b) Small-signal short-circuit (forward)

The ratio of the alg
ynder small-signal

1g it

Note. — Abbreviatio

@

2.12.5 Qut-off freque

ot

has
deg

3. Lettex 'symbols

3.1 General
The general rules of Publication 747-1, Chapter V, apply.

3.2 List of letter symbols

The symbols contained in the following table are recommended for use in the field of
optoelectronic devices; they have been compiled in accordance with the general rules.
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‘ Nom et désignation Symbole littéral Observations
J
Longueur d’onde d’émission maximale A
Largeur de spectre de rayonnement AA
Courant inverse sous irradiation (photo- Ly ou Iy
diodes)
Courant collecteur sous irradiation (photo- Iy ou Iy,
transistors)
Capacité entrée-sortie (photocoupleurs) Co
Résistance d’isolement (photocoupleurs) Ko
= A

Tengion d’isolement continue (photo- Vio
upleurs) N
|

—X
Tenpion d’isolement de pointe répétitive Viorm \/
hotocoupleurs) /\

TenLion d’isolement de surcharge acciden- Viosm i V
tglle (photocoupleurs) Q \

N\

Valgur statique du rapport de transfert de [
cpurant (photocoupleurs)

(A -
Rapport de transfert de courant, la sortie Aieary \,)
élant en court-circuit, pour de petits <
sjgnaux (photocoupleurs)
Fréfluence de coupure (photocoupleurs) %\\\ \ ~—

&
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Name and designation Letter symbol Remarks
Peak-emission wavelength Ay
Spectral radiation bandwidth AL

Reverse current under irradiation (photo-
diodes)

Tagyy or Iy

Collector current under irradiation (photo- Icwy or Iy,

transistors) .
Input-to-output capacitance (photocouplers) Go
Isolation resistance (photocouplers) ho
Oontinuoll.\s isolation voltage (photo- Vio

couplegs)

N

Repetitivg peak isolation voltage (photo- Viorm

couplets)

o - 4
Surge isojation voltage (photocouplers) Viosm g\\\>
/\ AN

Static value of the current transfer ratio he, Pp \ \)

(photogouplers) /\
Small-sighal short-circuit current transfer My he

ratio (photocouplers)

Cut-off ffequency (photocouplers)
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CHAPITRE III: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
SECTION UN — DIODES ELECTROLUMINESCENTES

1. Type

Diodes électroluminescentes a température ambiante spécifiée ou a température de
boitier spécifiée.

2. Mlatériau semiconducteur

Phosphure-arséniure de gallium, etc.

3. (ouleur

4. Deétails d’encombrement et d’encapsulatior

4.1

4.2 [Méthode d’encapsulations

4.3 [Identificatj ¢ ¢ ndication\d’une connexion éventuelle entre une bofne et le
boitier. {5

des limites absolues) dans la gamme des températures de

Témpératures” de fonctionnement, ambiantes ou de boitier, minimale et maximalel (T;,, ou

s DY
Lcase) *

5.3 Tension inverse maximale (Fg).

Note. — Non applicable aux dispositifs 4 deux diodes connectées anode-cathode et cathode-anode.

5.4 Courant direct continu maximal () 4 une température ambiante ou de boitier de 25°C
et courbe de réduction ou facteur de réduction.

5.5 S'il y a lieu, courant direct de pointe maximal () 4 une température ambiante ou de
boitier de 25 °C, dans des conditions d’impulsions spécifiées.
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CHAPTER III: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

SECTION ONE — LIGHT-EMITTING DIODES

1. Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting diode.

2. Semicpnductor material

Gallium arsenide-phosphide, etc.

3. Colour

4. Details of outline and encapsulation

4.1 IE(Q
4.2 Met

4.3 Tern

5.1 Minjim { ‘maximum storage temperatures (T,).

5.2 MirT'rnum and maXimum operating ambient or case temperatures (T, or T..).

asec.

imum system) over the operating temperature range, upless

5.3 Maximum reverse voltage (V).

Note. — Not applicable to dual-diode devices connected anode-to-cathode and cathode-to-anode.

5.4 Maximum continuous forward current (L) at an ambient or case temperature of 25°C

and derating curve or derating factor.

5.5 Where appropriate, maximum peak forward current (I, at an ambient or case

temperature of 25 °C, under specified pulse conditions.
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6. Caractéristiques électriques

Pour les diodes multiples, les caractéristiques doivent étre données pour chaque diode.
Pour les applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent étre exigées.

Conditions & T,

) O\ /YN

Réf. Caractéristiques ou T, = 25 °C, Notes | Symboles Exigences
sauf indication contraire
6.1 | Tension directe I spécifié (en continu Ve Max.
ou en impulsions)
6.2 } Courant inverse Vi spécifié 1 A Max.
6.3 | Intensité lumineuse le long de It spécifié (en continu 2,3 ,\( Iv\ Min.
I’axe mécanique défini ou en impulsions) <
6.4 | Longueur d’onde d’émission I spécifié (en continu MI. Max
maximale ~ou en impulsions)
N\
6.5 | Largeur de spectre Valeur moitié de P’émission Max
de rayonnement (s'il y a lieu) maximale, I ayant la valeur \
spécifiée au paragraph€ 6.
6.6 | Temps de commutation (s'il y a N Max.
lieu) >
6.7 | Angle & mi-intensité (il y a licu) Y Max.
Y

Notes 1. — Non applicable aux dispositifs a x diodes sonne

3. — Pour les diodes prévues pour utiki
maximale est,aussi exigée.

sant des coordonnées polaires ou rectangulaires.

devla longueur d’onde.

cté€s anodescathode et cathode-anode.

N )
2. — Si l'angle solide & lintérieur uel intensité_n’est pas négligeable, il doit &tre ppécifié.

dans\ des réseaux multidiodes, Iintensité | lumineuse

orme de graphique, I'intensité lumineuse typique en|fonction

Didgramine” donnant, sous forme de graphique, I'intensité lumineuse typique en| fonction

7.3 Informations mécaniques

Préciser les conditions de montage et de soudage, s’il y a lieu.

8. Informations concernant ’environnement et/ou les essais d’endurance

A Tétude.
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6. Electrical characteristics

For multiple diodes, the characteristics should be given for each diode.
For special applications, additional characteristics may be required.

Conditions at T,

Ref. Characteristics or T, = 25°C, Notes Symbols Requirements
unless otherwise stated

6.1 | Forward voltage I specified (d.c. or pulse) Ve Max.

6.2 | Reverse current Vi specified 1 I Max.

6.3 [Luminous intensity afong the | Ir Specified (d.c. of pulse)
defined mechanical axis

6.4 | Peak emission wavelength I; specified (d.c. or pulse)

6.5 | Spectral radiation bandwidth
(where appropriate)

Half value of peak emission,
with Ip as specified in
Sub-clause 6.4

6.6 | Switching times (where appro-
priate)

6.7 | Half-intensity angle (where
appropriate)

MiT.
% Max.
L Aflax.

Noteg 1. — Not applicable to dual-diode dewices cenn
2. — If the included solid angle ove
specified.

7.1

lar co-ordinates.

d be

typical luminous intensity versus viewing angle,|and

7.3 Mechanical information

Mounting and soldering conditions, where appropriate.

8. Environmental and/or endurance test information

Under consideration.
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SECTION DEUX — DIODES EMETTRICES EN INFRAROUGE

1. Type

Diode €mettrice en infrarouge a température ambiante spécifiée ou a température de
boitier spécifiée.

2. Materiau semiconducteur

Arséniure de gallium, etc.

3. Petails d’encombrement et d’encapsulation
3.1 | Numéro CEI et/ou numéro natis de référe ¥ gin d’encombrement.

3.2 | Méthode d’encapsulati

3.3 | Identification ; i (i d’urie connexion éventuelle entre une bgrne et le

boitier. C

4, des limites absolues) dans la gamme des températures de
ation contraire

4.1 eratures \de stockage minimale et maximale (T,).

402 i > i i > i i amb ou Tcase)'

4.3 Tension inverse maximale (V).

44 Courant direct continu maximal (Iz) & une température ambiante ou de boitier de 25 °C
et courbe de réduction ou facteur de réduction.

4.5 Sl y a lieu, courant direct de pointe maximal (I, & une température ambiante ou de
boitier de 25 °C, dans des conditions d’impulsions spécifiées.
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SECTION TWO — INFRARED-EMITTING DIODES

1. Type

Ambient-rated or case-rated infrared-emitting diode.

2. Semiconductor material

Gdllium arsenide, etc.

3. Detail§ of outline and encapsulation

3.1 1EC

4. Limiti imum system) .over the operating temperature range, unless
otheer '

4.1 Miniy storage temperatures (T,).

4.2 Minimum and maximum operating ambient or case temperatures (7., or T..).

4.3 Maximum reverse voltage (V3).

4.4 Maximum continuous forward current (Iy) at an ambient or case temperature of 25°C
and derating curve or derating factor.

4.5 Where appropriate, maximum peak forward current (I) at an ambient or case
temperature of 25 °C, under specified pulse conditions.
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5. Caracteristiques électriques

Pour des applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent é&tre
exigées.

Conditions & T,
Réf. Caractéristiques ou T, = 25°C, Note Symboles Exigences
sauf indication contraire

5.1 | Tension directe I+ spécifié (en continu ou en Ve Max.
impulsions)

5.2 | Courant inverse Vr spécifié I Max.

5.3 | Flux énergétique ou I spécifié (en continu ou en 1 A Min.
intensité énergétique le long impulsions) I Min.
de 'axe mécanique défini

5.4 | Longueur d’onde d’émission It spécifié (en continu ou en < Ivgn. Max
maximale impulsions) A

5.5 | Largeur de spectre de rayonne- Valeur moitié de Pémission
ment (s’il y a lieu) maximale, I ayant la

spécifiée au paragraphe 5.
5.6 | Temps de commutation (s'il y a Max

lieu
5.7 | Angle a mi-intensité (s'il y a lieu) Max.
5.8 | Capacité (s'il y a lieu) <\ G J\/ Max.
N

Note 1. — Si l'angle solide a lintérieur/duquel on\me¥ure»l'intensité n’est pas négligeable, il doit &tre spécifié.

forme de graphique, le flux énergétique ou |lintensité
onction de l'angle par rapport a I’axe mécanique | défini et
polaires ou rectangulaires.

6.2 (s’il y a lieu)

donnant, sous forme de graphique, le flux énergétique typique ou
Pintensité énergétique typique en fonction de la longueur d’onde.

6.3 Informations mécaniques

Préciser les conditions de montage et de soudage, s’il y a lieu.

7. Informations concernant I’environnement et/ou les essais d’endurance

A Tétude.
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5. Electrical characteristics

— 29 —

For special applications, additional characteristics may be required.

Conditions at T,
Ref. Characteristics or T, = 25°C, Note Symbols Requirements
unless otherwise stated
5.1 | Forward voltage I specified (d.c. or pulse) Ve Max.
5.2 | Reverse current Vi specified Iy Max.
5.3 |[Radiant power output or | Ir specilied (d.c. orf pulse) T T, .
radiant intensity along the \ﬁ’iﬂ\
defined mechanical axis (
5.4 || Peak emission wavelength I specified (d.c. or pulse) hh\kh X.
]
5.5 || Spectral radiation bandwidth Half value of peak emission, AL Maiax.
(where appropriate) with I as specified in
Sub-clause 5.4 <\
5.6 || Switching times (where appro- \ Max.
priate) \
5.7 || Half-intensity angle (where Max.
appropriate)
5.8 | Capacitance (where appropriate)

Note

6.1 Radiption dia@

A
Vers)
recta

6.2 Spec

verspis/wavelength/

]. — If the included solid angle over w \mgis not negligible, it should be
) specified.
6. Suppl¢mentary informs

Q p

the\ intensity\is

g typical radiant power output or radiant intenjsity
defined mechanical axis, and using either polar| or

Al di ically expressing typical radiant power output or radiant intensity

6.3 Mechanical information

Mounting and soldering conditions, where appropriate.

7. Environmental and/or endurance test information

Under consideration.
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SECTION TROIS — PHOTODIODES

1. Type

Phttodiode 4 température ambiante ou a température de boitier spécifiée, destinée aux
applications en petits signaux et en commutation.

2. Matéripu semiconducteur

Silﬁcium, etc.

3. PDétails d’encombrement et d’encapSe
3.1 | Numéro CEI et/ou numéro nafiona
3.2 | Méthode d’encapsulation;

3.3 | Identification d
boitier.@

orne et le

e$ limites absolues) dans la gamme des températures de fonctionnement,

4.1 ures Ade stockage minimale et maximale (T,).

4.2 Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boitier, minimale et maximale (T, ou T.).
4.3 Tension inverse maximale (V3).

44 Sl y a lieu:

— dissipation de puissance totale maximale (P,) jusqu’'d une température ambiante ou de
boitier de 25 °C, et

— facteur de réduction au-dessus de 25 °C (K)) ou courbe de réduction.
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SECTION THREE — PHOTODIODES

1. Type

Ambient-rated or case-rated photodiode intended for small-signal and switching
applications.

2. Semicpnductor material

Silicon, etc.

3. Details of outline and encapsulation
3.1 IE( and/or national reference numbe
3.2 Method of encapsulatiq

3.3 Terminal identificati

4, Limirtl:g iinum system) over the operating temperature range, unjess
otheryise

4.1 Minjmum aad maximum storage temperatures (T,).

42 Min

(amp O Lcpee) -

4.3 Maximum reverse voltage (V).

44 Where appropriate:

— maximum total power dissipation (P,) up to ambient or case temperature of 25 °C,
and

~ derating factor above 25 °C (K) or derating curve.
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5. Caracteristiques électriques

Conditions a T,
Réf. Caractéristiques ou T, = 25°C, Note | Symboles Exigences
sauf indication contraire

5.1 | Courant inverse sous irradiation Vx specifié, 1 Ly ou Iy | Min.

E, ou E, spécifié
5.2 | Courant d’obscurité Vi spécifié, E, = 0 Max
5.3 | Courant d’obscurité Vi spécifié, E, = 0 Max.

a une haute température T,
ou T, spécifiée

5.4 | Sl y a lieu, sensibilité spectrale Vi spécifié, E, spécifié, pour une
courte longueur d’onde A, spécifiée \(

Min.

/tn Al
=1

et pour une longueur d’onde
plus grande A, spécifiée

5.5 | Temps de commutation Circuit spécifié, /\
(siil y a liew): N
temps de croissance et valeur spécifiée de V5, Max.
temps de décroissance E, ou E, spécifié
\X

ou:

Circuit spécifié,

temps total d’établissement et valeur spécifiée d , b Ion Max.
temps total de coupure Lost Max.
Note I. — Hlumination par lilluminfgt noxmafisé i icafion 306-1 de la CEI: Mesures des

dispositifs photosensibles, Pro
filament de tungsténe ayant
rayonnement provenant d’un

fondamentales), due a4 une lampe a
2855,6 K ou obtenue a|laide d’un

de graphique, la sensibilité spectrale relative en

SECTION QUATRE — PHOTOTRANSISTORS

1. Type

Phototransistor a température ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée,
destiné aux applications en petits signaux et en commutation.
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5. Electrical characteristics

Conditions at T, ‘
Ref. Characteristics or T, = 25°C, Note Symbols Requirements
unless otherwise stated

5.1 | Reverse current under irradiation | Vg specified, 1 Lyw) or Iyey | Min.
E, or E, specified
5.2 | Dark current Vg specified, E, = 0 I Max.
5.3 | Dark current Vi specified, E, = 0 I Max.
at a specified high temperature
T;mh or Tcase
5.4 | Where appropriate, spectral Vi specified, E, specified, at a S Min.
—SEeTSitvity short-wavetengtir#specified
and at a longer wavelength A, M1
specified Q
5.5 | Switching times (where appro- Specified circuit,
priate): N4
rise time and specified value of W, [A II:'I{EX
fall time E, or E_ specified ] X.

. Specified circuit,

turn-on time and specified value Fg,

turn-off time E, or E, specified O it
2\ Al

N

3

Note on 306-1: Measurement| of

a filament tungsten lamp With
monochromatic source.

6. Suppl
6.1 Diagram of typical sen
6.2 Typi

Al grapk “expressing relative spectral sensitivity versus wavelength.

SECTION FOUR — PHOTOTRANSISTORS

1. Type

Ambient-rated or case-rated phototransistor intended for small-signal and switching
applications. ' ‘
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2. Materiau semiconducteur

Silicium, etc.

3. Polarite

NPN/PNP.

4. Details d’encombrement et d’encapsulation

4.1 |Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d’emCorhbrement.,

4.2 [Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

fre une bgrne et le

gamme des tempeérptures de

iantes ojr de boitier, minimale et maximale (7], ou T.,).

5.5 | Sl n’existe pas de connexion extéricure de base:

Tension émetteur-collecteur maximale (Vpco).
5.6 Courant collecteur continu maximal (I).

57 Sil y a lieu:

— dissipation de puissance totale maximale (P,) jusqu’'a une température ambiante ou de
boitier de 25 °C, et

— facteur de réduction au-dessus de 25°C (K} ou courbe de réduction.
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2. Semiconductor material

Silicon, etc.

3. Polarity

NPN/PNP.

4. Details of outline and encapsulation

4.1 IEC| and/or national reference number of the outline drawing.

4.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

4.3 Ternjinal identification and indication of any connection b€

5. Limiting values (absolute maximum
othervise stated

5.1 Mini

5.2 Minj

5.4 Whdre an
5.4.1 Maximy

542 M

55 WhTre no” external base connection is present:

Maximum emitter-collector voltage (Vo).
5.6 Maximum continuous collector current ().

5.7 Where appropriate:

— maximum total power dissipation (Fo) up to ambient or case temperature of 25 °C,
and

— derating factor above 25°C (K,)) or derating curve.
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6. Caractéristiques électriques

Conditions & T,
Réf. Caractéristiques ou T, = 25°C, Note Symboles Exigences.
sauf indication contraire

6.1 | Courant collecteur sous Veg spécifié, I = 0, i Iewy ou Iy | Min. [Max.*
irradiation - E, ou E, spécifié
6.2 | Courant d’obscurité Veg spécifié, I = 0, Iceo Max.
collecteur-émetteur E =0
6.3 | Courant d’obscurité Ve spécifié, Iy = 0, . Iego Max.
collecteur-émetteur E, = 0, a une haute tempéra-
ture T, ou T, spécifiée
6.4 | Tension de claquage I spécifié, I, = 0, Vigrye Min.
collecteur-émetteur E =0
6.5 | Tension de claquage émetteur- Ik spécifié, E, = 0 R)ED \Qin.
base ou, s’il n’y a pas de q
connexion de base, tension de Ve
claquage émetteur-collecteur BRIECO Min.
6.6 | Tension de saturation I spécifié, I = 0, I Ve Max.
collecteur-émetteur E, ou E, spécifié, de
comme dans le
6.7 | S’il y a lieu, sensibilité spectrale
S Min
< 1 S Min
6.8 | Temps de commutation
(sil y a lieu):
temps de croissance et t Max.
temps de décroigsance t Max.
ou:
temps totfil d’établissemen Lon Max.
temps total Lot Max.

ndard A (suivant la Publication 306-1 de la CEI) due a yne lampe a
une température de couleur T = 28556 K ou obtenue a| 'aide d’un

7. 1 pplementaires

7.1 |Diagramme de sensibilité typique.

7.2 Diagramme spectral typique

Diagramme donnant, sous forme de graphique, la sensibilité spectrale relative en
fonction de la longueur d’onde.

8. Informations concernant I’environnement et/ou les essais d’endurance

A TPétude.
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Conditions at T,
Ref. Characteristics or T, = 25°C, Note Symbols Requirements
unless otherwise stated
6.1 | Collector current Ve specified, I = 0, 1 Iy o1 Ioey | Min. [Max.*
under irradiation E, or E, specified
6.2 | Collector-emitter Vee specified, I = 0, Ieo Max.
dark current =0
6.3 | Collector-emitter Ve specified, I = 0, Icgo Max.
dark current E, = 0, at a specified high
temperature T, or T
6.4 Coleet 1as ‘YC eycv;ﬁcd, l’B el G, .
breakdown voltage E =0 \
6.5 || Emitter-base breakdown voltage I specified, E, = 0 Min.
or, where no base connection is <
present, emitter-collector break- L/
down voltage : /\ in.
6.6 || Collector-emitter I specified, I; = 0, 1 Max.
saturation voltage E, or E, specified, preferablf as )
in Sub-clause 6.1
6.7 || Where appropriate, Iy = 0, E, specified, \
spectral sensitivity at a short wavelength S Min.
specified
S Min.
6.8 || Switching times
(where appropriate):
rise time and t Max.
fall time [A Max
or:
turn-on time and bon Max.
turn-off time 7\ Loss Max.
PN
* Where appropg
Note|l. — Illuminatiop (according to IEC Publication 306-1) emitted from a turjgsten
fature T = 28556 K or with radiation from a defined thono-
7. Suppl

7.1 Diagram of typics

sensitivity.

7.2 Typical spectral diagram

A diagram graphically expressing relative spectral sensitivity versus wavelength.

8. Environmental and/or endurance test information

Under consideration.
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SECTION CINQ — PHOTOCOUPLEURS (AVEC TRANSISTOR DE SORTIE)

1. Type

Photocoupleurs a température ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée,
avec transistor de sortie, pour applications d’isolement de signaux.

2. Matériaux semiconducteurs

Diode d’entrée: arséniure de gallium, arséniure d’aluminium, etc.

Transistor de sortie: silicium, etc.
3. Polarite du transistor de sortie

4. Details d’encombrement et d’encapsulation

4.1 [Numéro CEI et/ou numéro national de r¢

4.2 |Méthode d’encapsulation: verre/mé
4.3 |Identification des bornes et indication d’
boitier. ’ %

5. Yaleurs limites : es, absolues) dans la gamme des tempérgtures de

ﬁonctionne@

5.1 ature ‘ 2 imale et maximale (T,,).

5.2 |Tempé de\ fon¢tionnement, ambiante ou d’un point de référence, mipimale et

5.3 |Température maximale de soudage (Ty,).

Spécifier le temps maximal de soudage et la distance minimale au boitier.

5.4 Tension continue inverse maximale a l’entrée (V3).
5.5 Tension collecteur-émetteur maximale, la base étant en circuit ouvert (Vcgo).

5.6 Tension collecteur-base maximale, s’il existe une connexion externe de base, !’émetteur
étant en circuit ouvert (Vgg0)-

5.7 Tension émetteur-base maximale, s’il existe une connexion externe de base, le collecteur
étant en circuit ouvert (¥ggo).

ou:
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SECTION FIVE — PHOTOCOUPLERS, OPTOCOUPLERS (WITH OUTPUT TRANSISTOR)
1. Type
Ambient-rated or case-rated photocouplers, optocouplers, with transistor output, for

signal-isolation applications.

2. Semiconductor materials

Ipputr diode: gallium arsenide, aluminium arsenide, etc.

Qutput transistor: silicon, etc.

3. Polatity of the output tramsistor

4. Details of outline and encapsulation

4.1 IEC and/or national reference number of the eutline dra

5. LimirLivng values (abso
othenwise stated
Indicate an; .

5.1 Min

5.2 Minimu

5.3 Maj

Kimum>solderihg témperature (7,).

Maximum so

dering time and minimum distance to case should be specified.

5.4 Maximum continuous (direct) reverse input voltage (¥3).
5.5 Maximum collector-emitter voltage, with the base open-circuited (Vcgo)-

5.6 Maximum collector-base voltage, where an external base connection is present, with the
emitter open-circuited (Vgo)-

5.7 Maximum emitter-base voltage, where an external base connection is present, with the
collector open-circuited (Vgyo).

or:
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5.8 Tension émetteur-collecteur maximale, s’il n’existe pas de connexion externe de base
(Veco)- '

5.9 Tension maximale d’isolement continue ou de pointe répétitive (¥, ou ¥iopy)-

La forme d’onde et la vitesse de répétition doivent étre spécifiées.

5.10 S§’il y a lieu, tension maximale d’isolement de surcharge accidentelle (V5.

Cela doit étre spécifié pour des impulsions des deux polarités ayant la forme d’onde
indiquée 3 la figure 1.

|
Viosm
90% Viosm |
50% Viosm ++— ———
10% Viosm -
0 \(\ NG t
- — 17881
5.11
5.12 un point

5.13 LConrant d’entrée direct de pointe maximal (Iq,) 4 une température ambiantel ou d’un

PRIV

point de référence de 25 °C et dans des conditions d’impulsions spécifiées.

5.14 Dissipation maximale de puissance (P,) du transistor de sortie & une température
ambiante ou d’un point de référence de 25°C et courbe de réduction ou facteur de
réduction.

\

5.15 Dissipation totale maximale de puissance dans le boitier (P,) & une température
ambiante ou d’un point de référence de 25°C et courbe de réduction ou facteur de
réduction.
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5.8 Maximum emitter-collector voltage, where no external base connection is present (Vo).

5.9 Maximum continuous (direct) or repetitive peak isolation voltage (Vo or Viorm)-

The waveshape and repetition rate should be specified.

5.10 Where appropriate, maximum surge isolation voltage (Viosy).

‘This should be specified for pulses of both polarities having the waveshape shown in
Figure 1.

90%

50%

10%

~

1781

1 31 > Test voltage.

5.11 ecto rrent (Ic).

5.12 forward input current (), at an ambient or reference-point

and derating curve or derating factor.

5.13 Maximum peak forward input current (Iy) at an ambient or reference-point temperature
of 25°C and under specilied pulse conditions.

5.14 Maximum power dissipation (P,) of the output transistor at an ambient or
reference-point temperature of 25 °C and a derating curve or derating factor.

5.15 Maximum total power dissipation of the package (P,) at an ambient or reference-point
temperature of 25 °C and derating curve or derating factor.
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6. Caracteristiques électriques

Conditions a T, .
Reéf. Caractéristiques ou T = 25°C, Notes | Symboles Exigences
sauf indication contraire
6.1 | Tension directe de la diode I spécifié Ve Max.
d’entrée
6.2 | Courant inverse de la diode Vi spécifié Iy Max.
d’entrée
6.3 | Courant d’obscurité collecteur- Ve spécifié, I. = 0, Iego Max.
émetteur Iy = 0 (base en circuit ouvert)
ou, s’il y a lieu®, courant Ves spécifié, I, = 0, Icgo Max.
dobscurité vv“v»tcul-baac IE =V
6.4 | Courant d’obscurité collecteur- Ve spécifie, Iz et Iy = 0, ( k Max.
émetteur Tomo 0u T spécifié
ou, §'il y a lien*, courant Vg spécifié, I, = 0, q
d’obscurité collecteur-base I, =0, A
Ty ou T spécifié o8O Max.
6.5 | Tension de saturation collecteur- Iz et I spécifiés, Iy = 0 Ve Max.
émetteur
ou, il y a lieu®*, tension I et I spécifiés, I, = 0 B Max
collecteur-base
6.6 | Rapport de transfert de courant 7 he ou Min. | Max.
CIR (d.c)
6.7 | S’il y a lieu, rapport de transfe 1 h; ou Min. | Max,
de courant différentiel CIR (a.c)
6.8 | Résistance d’isolement entre 1 o Min
I'entrée et la sortie
69 | Sl y a lieu, ca 1 Co Max.
sortie
6.10 Sl y a liey,
tion:
teprps tota Voo, By et Ry spécifiés, I. nominal, Ion Max.
) a jrcuit d’essai spécifié Loge Max.
ou:
Vees I et Ry spécifiés, I. nominal, t Max.
circuit d’essai spécifié A Max.
/\ Iz ou I et Vi spécifiés, Iy = 0 2 Jar Min.
*En mionnm le mode diode.
Notes 1. — s les bornes d’entrée sont réunies et toutes les bornes de sortie le sont également.
Z2—tafréque U rapport de

transfert de courant en alternatif est de 0,707 fois sa valeur a trés basse fréquence.

7. Informations supplémentaires

A Tétude.
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7. Supplementary information

Under consideration.

Conditions at 7T,
Ref. Characteristics or T, = 25°C, Notes Symbols Requirements
unless otherwise stated
6.1 | Input diode forward voltage It specified Ve Max.
6.2 | Input diode reverse current Vx specified Iy Max.
6.3 | Collector-emitter dark current Vee specified, I = 0, Icgo Max.
Iy = 0 (base open-circuit)
or, where appropriate ¥, collec- Vep specified, Iz = 0, Ieso Max.
tor-base dark current I =0
6.4 | Collector-emitter dark current Vee specified, Iz and I, = 0, Max.
Tome OF T specified
or, where appropriate*, collec- Vee specified, I, = 0,
tor-base dark current Ig =0,
Ty OF T specified NMax.
6.5 | Collector-emitter saturation volt- Iz and I specified, Iy = 0 Max.
age
or, where appropriate*, collec- I and I specified, Iz = 0 Max.
tor-base voltage
6.6 | Current transfer ratio Min. [ Max.
6.7 | Where appropriate, differential Min. [ Max.
current transfer ratio
6.8 | Isolation resistance between Min.
input and output
6.9 | Where appropriate, input-to- Max.
output capacitance
6.10) Where appropriate, switching
times:
turn-on time and Max.
turn-off 3 inal I test circuit specified totr Max.
or:
rise time ified Vic, Ir and [A Max.
/R;, nominal I, [ Max.
test circuit specified
I or I and Vg specified, I = 0 2 Jar Min.
rminals should be connected together and all output terminals should be connpcted
2% The cutoff frequency is the lowest frequency at which the magnitude of the a.c. current trapsfer

VEry IOW Irequency.


https://iecnorm.com/api/?name=e31a0bd47912d271703eb55b403bd990

— 44 — 747-5 © CEI 1984

CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE

1. Méthodes de mesure pour les photoémetteurs
1.1 Intensité luminieuse des diodes électroluminescentes (I,)
a) But

Mesurer I'intensité lumineuse des diodes électroluminescentes a semiconducteurs.

La méthode peut s’appliquer a trois variantes possibles de mesure:

Variante 1

Rotation de la diode autour de son axe mécanique p
précise, le minimum et/ou le maximum.

Variante 2

Positionnement suivant une référence corrgspondant autype devboiti la diode

b) Schéma

$80/84

c)_Description et exigences du circuit

D = diode électroluminescente en mesure

.PD

photodétecteur comprenant le diaphragme D, de surface A4

D,, D, = diaphragmes destinés & éliminer les rayonnements parasites.
D, et D; ne doivent pas limiter ’angle solide

d = distance entre la diode en mesure et D,.

La sensibilité spectrale du photométre doit étre ajustée a la courbe de 'observateur de
référence CIE dans la région des longueurs d’onde correspondant a la lumicre émise
par la diode. Le photométre doit étre étalonné en candelas a la distance d, le
diaphragme D, étant en place.
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CHAPTER 1V: 'MEASURING METHODS

1. Measuring methods for photoemitters

1.1 Luminous intensity of light-emitting diodes (1)
a) Purpose
To measure the luminous intensity of semiconductor light-emitting diodes.

The method can be applied to three possible measurement variants:

ariant 1
Rotation of the diode around its mechanical axis for an accu locationQef
inimum and/or maximum value.

Yariant 2
Alignment of the diode optical axis with that of the opt

Variant 3
Positioning according to a reference corresponding

PD

. o
d 1

280/84

FIGURE 2
1] = light-emitting diode being measured
PD = photodetector including the diaphragm D, of area A4

D,, D, = diaphragms intended to suppress parasitic radiations.
D, and D, shall not limit the solid angle

d = distance between the diode being measured and D,.

the

e_dfode envelope

The spectral vsensitivity of the photometer shall be adjusted to the CIE standard
observers curve in the wavelength region of the light emitted by the diode. The
photometer shall be calibrated in candelas at the distance d with diaphragm D, in

place.
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La distance d doit €tre telle que I'angle solide sous lequel on voit la source lumineuse
a partir du diaphragme D, (= A/d?) soit inférieur a 0,01 sr.
Pour les mesures en impulsions, le générateur de courant doit fournir des impulsions
de courant dont I'amplitude, la durée et le taux de répétition sont tels que demandés.
Le photodétecteur doit avoir un temps de croissance suffisamment faible par rapport a
la durée de l'impulsion; il doit étre un instrument de lecture de pointe.

d) Exécution

Monter la diode en mesure conformément a la variante choisie.

Appliquer le courant spécifié et mesurer 'intensité lumineuse sur le/&hotodétecteur.

e) Conditions spécifiées
~ Température ambiante et, s’il y a lieu, conditions at
- Courant direct dans la diode et, s’il y.a lieu, durée %®

- Variante: 1, 2 ou 3.

Intensité énergétique des diodes émettrices en_i

arouge.

e fagon

la diode

O oy -

281/84

FIGURE 3
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The distance d shall be such that the solid angle viewed by the light source at the
diaphragm D, (= A4/d?) is less than 0.01 sr.

For pulse measurements, the current generator should provide current pulses of the
required amplitude, duration and repetition rate. The photodetector should have a rise
time sufficiently small in comparison with the pulse duration; it should be a
peak-reading instrument.

d) Measurement procedure

The diode being measured is positioned according to the variant chosen.

The specified current is applied and the luminous intensity is measured on the

P

e

1.2 Radi

a)

b) Ci

odetector

ecified conditions
Ambient temperature and, where appropriate, the atmospheric
Forward current in the diode and, where applicable, durd

Variant: 1, 2 or 3.

nt intensity of infrared-emitting diodes (I,)

rpose

e method can apply to three p

ariant 1
Rotation of the €
inimum and/o

ariant 2
Alignm

ariant 3

DSZ/;' RM

77 ey

281/84

FIGURE 3

the

ope
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¢) Description et exigences du circuit

D =
RM =
DZ: D3 =

d =

diode émettrice en infrarouge en mesure -
radiométre comprenant le diaphragme D, de surface 4

diaphragmes destinés 4 éliminer les rayonnements parasites.
D, et D, ne doivent pas limiter ’angle solide

distance entre la diode en mesure et D,.

On doit mesurer l'intensité énergétique I, dans le sens de I'axe du boitier 4 I’'aide d’un
détecteur indépendant de la longueur d’onde (par exemple un élément & thermocouple)
et étalonner le radiométre en W/sr a la distance d, le diaphragme D, étant en place.

d)

e

photomeétre.

Conditions spécifiées

R source

port 4 la

tumi un dispositif électroluminescent @, ou le flux épergétique
ouge @, dans des conditions spécifiées.

onné)

;\l./‘ Détecteur{étal

Dispositif @ mesurer

Ecran opaque

282/84

FIGURE 4
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¢)

d)

e)

13 Fluk (@, cDCQ
a) |Purpose

b)

Circuit description and requirements
D = infrared-emitting diode being measured

RM radiometer including the diaphragm D, of area A4

D,, D, = diaphragms intended to suppress parasitic radiations.
D, and D; shall not limit the solid angle

d

distance between the diode being measured and D,.

The radiant intensity I, in the -direction of the case axis should be measured

by a

wavelength-independent detector (for example, a thermocouple element) and the
radiometer shall be calibrated in W/sr at the distance d with diaphragm D, in place.

Hiaphragm D, (= A/d? is less than 0.01 sr.

For pulse measurements, the current generator shall providg

bufficiently small in comparison with the pulse duratio
nstrument.

Measurement procedure

I:he diode being measured is positioned accord
h

e specified current is applied to the dig
the radiometer.

Specified conditions

- Variant: 1, 2

To meas
infrared

f a light-emitting device @, or the radiant flux
ied conditions.

- Ambient temperature and, whe¢re appropriate :
- Forward current i i applicable, duration and repetition rat

t the

[ the
Dime
hding

d on

w

bf an

; ) Detector {calibrated)

Device being measured \

Opaque screen

282/84

FIGURE 4
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¢) Description et exigences de 'appareillage

Le rayonnement émis par le dispositif subit de multilples réflexions sur les parois de
la sphére intégrante; cela conduit & wun éclairement uniforme de la surface,
proportionnel au flux émis. Un détecteur placé sur les parois de la sphére mesure cet
éclairement. Un écran opaque protége le détecteur du rayonnement direct du dispositif
4 mesurer.

d) Précautions d prendre

— Le dispositif en mesure, écran et les orifices doivent étre petits par rapport a la
surface de la spheére.

— La surface interne de la sphére et 1’écran doivent étre recouverts\ d étement

- Si le dispositif & mesurer
valeur moyenne du rayonng

quer la

e) Exécution
Intro u’aucun
rayonn

jétecteur

érature ambiante, température de boitier ou température d’un ppint de
référence.

—~ Courant dans le dispositif (courant continu ou en impulsions).

1.4 Longueur d’onde d’émission maximale (1) et largeur de spectre de rayonnement (A1)
a) But

Mesurer la longueur d’onde d’émission maximale et la largeur de spectre &
mi-intensité des dispositifs émetteurs en infrarouge ou électroluminescents.
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¢)

d)

e

Equipment description and requirements

The radiation emitted by the device is submitted to multiple reflections from the walls
of the integrating sphere; this leads to a uniform irradiance of the surface
proportional to the emitted flux. A detector located in the walls of the sphere
measures this irradiance. An opaque screen shields the detector from the direct
radiation of the device being measured.

Precautions to be observed

The device being measured, the screen and the apertures shall be small compared to
the sphere surface.

<+ The inner surface of the sphere and screen shall have a diffi
high uniform reflection coefficient (0.8 minimum).

ing a

+ The sphere and detector shall be calibrated in lume sasuring light-emftting
devices and in watts when measuring infrared-em{ '
which they are used.

4+ Change in peak-emission wavelength a power~dissipation shall be
considered.

+ When the device being measured\ als
radiation.

ured

Measurement proced

The emitting deyi
1adiati0n 3

irect

ector

¢ or reference-point temperature.

— Current in the device (d.c. or pulse).

1.4 Peak-emission wavelength (A,) and spectral radiation bandwidth (A))

a) Purpose

To measure the peak-emission wavelength and the spectral bandwidth between half
values of peak emission of infrared-emitting or light-emitting devices.


https://iecnorm.com/api/?name=e31a0bd47912d271703eb55b403bd990

— 52 — 747-5 © CEI 1984
b) Schéma

On peut mesurer la longueur d’onde d’émission maximale et la largeur spectrale d’un

dispositif émetteur en infrarouge ou électroluminescent en utilisant le circuit de base
de la figure 5. '

RM

283/84

Fig. 5. — Circuit

D €lectroluminescent en mesure

concentrer la plus grande partie du
cur en infrarouge ou électrolumingscent sur

supprimer les rayonnements parasites, s’il y|a lieu
y

onse spectrale du radiométre doit étre étalonnée. Pour la commodjté de la
ormie de la courbe de réponse spectrale peut étre ajustée poyr que le

d)Précautions d prendre

Si le coefficient de transmission du monochromateur et la sensibilit¢ du radiométre ne

sont pas constants dans la gamme de longueurs d’onde voulue, les valeurs enregistrées
doivent &tre corrigées.

e) Exécution
Appliquer le courant spécifié au dispositif & mesurer.

Déplacer la longueur d’onde du monochromateur dans la gamme voulue jusqu’a
atteindre la lecture maximale en sortic du radiométre. Noter la longueur d’onde )
correspondant 3 cette valeur maximale.
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b) Circuit diagram

The peak-emission wavelength and the spectral bandwidth of an infrared-emitting or

light-emitting device can be measured using the basic circuit of Figure S.

I

RM

FiG. 5. — Basic circuit

¢) Circuit description and requiremehts

L = focusing lens systems to cgficentr
or the Jipht-emitting de

bein easured

on the input

split  of

pajor part of the infrared-emitfing

the

the bandwidth of the monochromator shall be such

the radiometer shall be calibrated. For convenience| of

Precautions tovbe observed

the

T the transmission factor ol theé monochromator and the radiomefer sensifivily are not

constant over the required range of wavelength, the recorded values should be

corrected.

e) Measurement procedure

The specified current is applied to the device being measured.

The wavelength is adjusted by the monochromator within the required range until the
maximum reading on the radiometer has been achieved. The wavelength 4)

corresponding to this peak value is recorded.
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Faire varier ensuite la longueur d’onde du monochromateur de part et d’autre de A,
jusqu’a obtenir la moitié de cette valeur maximale. Noter les deux longueurs d’onde
(A4, et A, sur la figure 6) correspondantes. Leur différence représente la largeur de
spectre du dispositif émetteur en infrarouge ou électroluminescent (voir figure 6).

Note. — A, est la longueur d’onde maximale.

Emission “

100%

50%

0 : V7 QX -
Mgueur d’onde

284/84

) Conditions spécifiées

point de

irradiation

teur sous
irradiation des phototransistors.

b) Equipement de mesure
On utilise 'une des trois variantes suivantes:

Variante 1
Rotation du dispositif autour de son axe mécanique pour rechercher, de fagon
précise, le minimum et/ou le maximum.

Variante 2
Alignement de ’axe optique du dispositif avec I’axe optique du banc de mesure.
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